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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示光源としての電流駆動型の電気光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に
印加される電圧により制御される出力電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電
流として供給する駆動用トランジスタとが、マトリックス状に設けられた各画素に配置さ
れ、上記駆動電流が、データ配線から上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯
または消灯を示すデジタルの表示データに対応する表示装置において、
　上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタと上記電気光学素子とが直列に
接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ
用トランジスタが接続され、
　上記第２スイッチ用トランジスタがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トラン
ジスタがＯＦＦ状態であり、上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する
電位であって、上記表示データが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタ
をＯＮ状態とする電位が、また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆
動用トランジスタをＯＦＦ状態とする電位が、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端
子に伝達される表示データ付与期間と、
　上記表示データ付与期間の後に続く第１期間であって、上記第２スイッチ用トランジス
タがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態であり、上記
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データ配線から上記電流制御端子への上記電位の伝達が遮断される第１期間とを経る動作
を行い、
　上記動作を行った後の第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子の電位または
、上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子の電位が変化することにより、上記駆動用
トランジスタの出力電流が設定されることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　上記第１コンデンサの上記他方端子は第１配線に接続されていることを特徴とする請求
項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　上記第２期間に上記第１配線の電位が変化して、上記駆動用トランジスタがＯＦＦ状態
からＯＮ状態に変化する、または、ＯＦＦ状態を維持することにより、上記駆動電流の有
無が決定されることを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　上記駆動用トランジスタの上記電流出力端子と上記データ配線との間に第３スイッチ用
トランジスタが接続されていることを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記
載の表示装置。
【請求項５】
　上記表示データ付与期間に上記第３スイッチ用トランジスタがＯＮ状態となることを特
徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記データ配線との間に第４スイッチ用
トランジスタが接続されていることを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記
載の表示装置。
【請求項７】
　上記駆動用トランジスタの上記電流出力端子と上記データ配線とは第２コンデンサを介
して接続されていることを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の表示装
置。
【請求項８】
　上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子と上記データ配線との間に第５スイッチ用
トランジスタが接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子と、上記駆動用トランジスタの出力電流を
生成する電源の電位を与える電源配線との間に、第６スイッチ用トランジスタが接続され
ていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　上記第１コンデンサの上記他方端子と、上記駆動用トランジスタの出力電流を生成する
電源の電位を与える電源配線との間に、第３コンデンサが接続され、
　上記第１コンデンサの上記他方端子と上記データ配線との間に第７スイッチ用トランジ
スタが接続されていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　上記第１コンデンサの上記他方端子と所定の電位を与える第２配線との間に第８スイッ
チ用トランジスタが接続され、
　上記第１コンデンサの上記他方端子と上記データ配線との間に第７スイッチ用トランジ
スタが接続されていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　表示光源としての電流駆動型の電気光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に
印加される電圧により制御される出力電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電
流として供給する駆動用トランジスタとが、マトリックス状に設けられた各画素に配置さ
れ、上記駆動電流が、データ配線から上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯
または消灯を示すデジタルの表示データに対応する表示装置において、
　上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタと上記電気光学素子とが直列に
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接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ
用トランジスタが接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記データ配線との間に第４スイッチ用
トランジスタが接続され、
　上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する電位であって、上記表示デ
ータが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＮ状態とする電位が、
また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＦＦ
状態とする電位が、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に与えられて、上記第１
コンデンサに、対応する電荷が保持された状態から始まる、あるいは、対応する電荷を保
持する動作と同時に行われる第１期間において、上記第２スイッチ用トランジスタがＯＮ
状態となり、上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態となり、
　第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子の電位または、上記駆動用トランジ
スタの上記基準電位端子の電位が変化することにより、上記駆動用トランジスタの出力電
流が設定されることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　表示光源としての電流駆動型の電気光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に
印加される電圧により制御される出力電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電
流として供給する駆動用トランジスタとが、マトリックス状に設けられた各画素に配置さ
れ、上記駆動電流が、データ配線から上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯
または消灯を示すデジタルの表示データに対応する表示装置において、
　上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタと上記電気光学素子とが直列に
接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ
用トランジスタが接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流出力端子と上記データ配線とは第２コンデンサを介
して接続され、
　上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する電位であって、上記表示デ
ータが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＮ状態とする電位が、
また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＦＦ
状態とする電位が、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に与えられて、上記第１
コンデンサに、対応する電荷が保持された状態から始まる、あるいは、対応する電荷を保
持する動作と同時に行われる第１期間において、上記第２スイッチ用トランジスタがＯＮ
状態となり、上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態となり、
　第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子の電位または、上記駆動用トランジ
スタの上記基準電位端子の電位が変化することにより、上記駆動用トランジスタの出力電
流が設定されることを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　上記第１コンデンサの上記他方端子は第１配線に接続されていることを特徴とする請求
項１１または１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　表示光源としての電流駆動型の電気光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に
印加される電圧により制御される出力電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電
流として供給する駆動用トランジスタとが、マトリックス状に設けられた各画素に配置さ
れ、上記駆動電流が、データ配線から上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯
または消灯を示すデジタルの表示データに対応する表示装置において、
　上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタと上記電気光学素子とが直列に
接続され、
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　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、
　上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ
用トランジスタが接続された表示装置の駆動方法であって、
　上記第２スイッチ用トランジスタがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トラン
ジスタがＯＦＦ状態であり、上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する
電位であって、上記表示データが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタ
をＯＮ状態とする電位が、また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆
動用トランジスタをＯＦＦ状態とする電位が、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端
子に伝達される表示データ付与期間と、
　上記表示データ付与期間の後に続く第１期間であって、上記第２スイッチ用トランジス
タがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態であり、上記
データ配線から上記電流制御端子への上記電位の伝達が遮断される第１期間とを経る動作
を行い、
　上記動作を行った後の第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子の電位または
、上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子電位を変化させることにより、上記駆動用
トランジスタの出力電流を設定することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイやＦＥＤ（Field Emission
 Display）等の電流駆動型の電気光学素子を用いた表示装置およびその駆動方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬディスプレイやＦＥＤ等の電流駆動発光素子の研究開発が活発に行われ
ている。特に有機ＥＬディスプレイは、低電圧・低消費電力で発光可能なディスプレイと
して、携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital Assistants）などの携帯機器用として注目
されている。
【０００３】
　この有機ＥＬディスプレイの電流駆動画素回路構成として、特許文献１（特表２００２
－５１４３２０号公報）に示された回路構成を図２５に示す。
【０００４】
　図２５に示す画素回路３００は、４つのｐ型ＴＦＴ（Thin Film Transistor）３６０，
３６５，３７０，３７５と２つのコンデンサ３５０，３５５と、有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）３
８０とから構成される。有機ＥＬ３８０は電流駆動型の電気光学素子であり、表示光源と
なる。電源ライン３９０から共通陰極（ＧＮＤライン）へ至る経路にはＴＦＴ３６５，３
７５，有機ＥＬ３８０がこの順で直列に接続されている。駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジ
スタ）３６５のゲート端子（電流制御端子）からデータライン３１０へ至る経路にはコン
デンサ３５０とスイッチ用ＴＦＴ３６０とがこの順で直列に接続されている。また、駆動
用ＴＦＴ３６５のゲート端子とドレイン端子（電流出力端子）との間にはスイッチ用ＴＦ
Ｔ３７０が接続され、駆動用ＴＦＴ３６５のゲート端子とソース端子（基準電位端子）と
の間にはコンデンサ３５５が接続されている。これらＴＦＴ３６０，３７０，３７５のゲ
ート端子には順にセレクトライン３２０，オートゼロライン３３０，照明ライン３４０が
接続されている。
【０００５】
　この画素回路３００では、第１期間にオートゼロライン３３０及び照明ライン３４０が
Ｌｏｗとなり、スイッチ用ＴＦＴ３７０及び３７５がＯＮ状態となり、駆動用ＴＦＴ３６
５のドレイン端子とゲート端子とが同電位となる。このとき、駆動用ＴＦＴ３６５がＯＮ
状態となり、駆動用ＴＦＴ３６５からＯＬＥＤ３８０に向け電流が流れる。
【０００６】
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　またこのとき、データライン３１０へ基準電圧を入力し、セレクトライン３２０をＬｏ
ｗとしてコンデンサ３５０の他方端子（ＴＦＴ３６０側端子）を基準電圧としておく。
【０００７】
　次に第２期間となり、照明ライン３４０をＨｉｇｈとして、ＴＦＴ３７５をＯＦＦ状態
とする。
【０００８】
　このことにより、駆動用ＴＦＴ３６５のゲート電位は徐々に高くなり、駆動用ＴＦＴ３
６５の閾値電圧（－Ｖｔｈ）に対応した値（＋ＶＤＤ－Ｖｔｈ）となったとき駆動用ＴＦ
Ｔ３６５はＯＦＦ状態となる。
【０００９】
　次に第３期間となり、オートゼロライン３３０をＨｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ３
７０をＯＦＦ状態とする。このことにより、コンデンサ３５０には、そのゲート電位と基
準電位との差が記憶される。
【００１０】
　即ち、駆動用ＴＦＴ３６５のゲート電位は、データライン３１０の電位が基準電位のと
き閾値電圧（－Ｖｔｈ）に対応した値（＋ＶＤＤ－Ｖｔｈ）となる。そして、データライ
ン３１０の電位がその基準電位から変化すれば、駆動用ＴＦＴ３６５の閾値電圧に関係な
く、その電位変化に対応した電流が駆動用ＴＦＴ３６５に流れるよう制御される。
【００１１】
　そこで、そのような所望の電位変化をデータライン３１０に与え、セレクトラインをハ
イ状態とし、スイッチ用ＴＦＴ３６０をＯＦＦ状態して、この駆動用ＴＦＴ３６５のゲー
ト端子電位を維持し、画素の選択期間を終了する。
【００１２】
　このように、図２５に示す画素回路を用いれば、駆動用ＴＦＴ３６５の閾値電圧のばら
つきを補償し、駆動用ＴＦＴ３６５のゲート端子へその閾値電圧を補償した電位（所望の
電位－閾値電圧）を与えることができる。
【００１３】
　また、有機ＥＬディスプレイの別の電流駆動画素回路構成として、特許文献２（特表２
００３－５２９８０５号公報）に示された回路構成を図２６に示す。
【００１４】
　図２６に示す画素回路Ａｉｊは、３つのｐ型ＴＦＴ３０，３２，３７と１つのｎ型ＴＦ
Ｔ３３と１つのコンデンサ３８及び有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）２０とから構成される。有機Ｅ
Ｌ２０は電流駆動型の電気光学素子であり、表示光源となる。電源ライン３１から共通陰
極（ＧＮＤライン）３４に至る経路の間にはＴＦＴ３０，３３，有機ＥＬ２０がこの順で
直列に接続されている。駆動用ＴＦＴ３０のゲート端子（電流制御端子）とドレイン端子
（電流出力端子）との間にはスイッチ用ＴＦＴ３２が配置され、駆動用ＴＦＴ３０のゲー
ト端子とソース端子（基準電位端子）との間にはコンデンサ３８が配置されている。駆動
用ＴＦＴ３０のドレイン端子とソース配線Ｓｊとの間にはスイッチ用ＴＦＴ３７が接続さ
れている。これらＴＦＴ３２，３７，３３のゲート端子にはゲート配線Ｇｉが配置されて
いる。
【００１５】
　この構成では、ゲート配線ＧｉがＬｏｗとなる間（選択期間）、スイッチ用ＴＦＴ３３
がＯＦＦ状態となり、スイッチ用ＴＦＴ３２，３７がＯＮ状態となる。この結果、電源ラ
イン３１から駆動用ＴＦＴ３０およびスイッチ用ＴＦＴ３７を介してソース配線Ｓｊへ電
流が流れる。このときの電流値をソース配線Ｓｊに繋がる図示しないソースドライバ回路
の電流源で制御すれば、駆動用ＴＦＴ３０の出力電流値がソースドライバ回路で規定され
た電流値となるよう、駆動用ＴＦＴ３０のゲート電圧を設定できる。
【００１６】
　その後、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈとすることで、ＴＦＴ３２，３７がＯＦＦ状態とな
り駆動用ＴＦＴ３０のゲート電圧を保持する。また、ＴＦＴ３３がＯＮ状態となり、上記
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選択期間に設定された電流値が駆動用ＴＦＴ３０から有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）２０へ出力さ
れる。
【００１７】
　このように、図２６に示す画素回路を用いれば、駆動用ＴＦＴ３０の閾値電圧のばらつ
きや移動度のばらつきによらず、駆動用ＴＦＴ３０の出力電流値が上記ソースドライバ回
路の電流源から与えられた電流値となるよう、駆動用ＴＦＴ３０のゲート電位を設定する
ことができる。
【特許文献１】特表２００２－５１４３２０号公報（国際公開日：１９９８年１０月２９
日）
【特許文献２】特表２００３－５２９８０５号公報（国際公開日：２００１年１０月１１
日）
【特許文献３】特開平９－１２７９０６号公報（公開日：１９９７年９年５月１６日）
【非特許文献１】“4.0-in. TFT-OLED Displays and a Novel Digital Driving Method”
（SID'00 Digest、pp.924-927、半導体エネルギー研究所）
【非特許文献２】“Continuous Grain Silicon Technology and Its Applications for A
ctive Matrix Display”（AM-LCD 2000 、pp.25-28、半導体エネルギー研究所）
【非特許文献３】“Polymer Light-Emitting Diodes for use in Flat panel Display”
（AM-LCD '01、pp.211-214、半導体エネルギー研究所）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上記のように図２５に示した画素回路構成を用いれば、駆動用ＴＦＴ３６５の閾値電圧
のばらつきを補償することができる。しかし、図２５の画素回路構成では、駆動用ＴＦＴ
３６５がＯＮ状態からＯＦＦ状態に変移するまでに数十μｓの時間が必要であり、その間
データライン３１０に基準電位を保持しなければならず、１画素当たりの選択期間が長く
なり、その分、表示できる画素数が少なくなると言う課題がある。
【００１９】
　また、図２６に示した画素回路構成では、駆動用ＴＦＴ３０の閾値電圧のばらつきと移
動度のばらつきとを補償することができる。しかし、上記課題がより顕著に発生する。
【００２０】
　即ち、図２６の画素回路でもソース配線Ｓｊに浮遊容量が存在する。そして、駆動用Ｔ
ＦＴ３０からソースドライバ回路へ所望の電流が流れるよう制御するので、その電流値が
少ないとき、上記浮遊容量を充電するだけでも数百μｓ以上必要となる。
【００２１】
　この結果、画素当たりの選択期間が長くなり、その分、表示できる画素数が少なくなる
と言う課題がある。
【００２２】
　本発明は上記課題を解決する為のものであり、その目的は、駆動用トランジスタの閾値
電圧のばらつきを補償しながら、１画素当たりの選択期間の長さを短くすることのできる
表示装置およびその駆動方法を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、表示光源としての電流駆動型の電気
光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に印加される電圧により制御される出力
電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電流として供給する駆動用トランジスタ
とが、マトリックス状に設けられた各画素に配置され、上記駆動電流が、データ配線から
上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯または消灯を示すデジタルの表示デー
タに対応する表示装置において、上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタ
と上記電気光学素子とが直列に接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に
第１コンデンサの一方端子が接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上
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記電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタが接続され、上記第２スイッチ用ト
ランジスタがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態であ
り、上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する電位であって、上記表示
データが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＮ状態とする電位が
、また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＦ
Ｆ状態とする電位が、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に伝達される表示デー
タ付与期間と、上記表示データ付与期間の後に続く第１期間であって、上記第２スイッチ
用トランジスタがＯＮ状態であるとともに上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態
であり、上記データ配線から上記電流制御端子への上記電位の伝達が遮断される第１期間
とを経る動作を行い、上記動作を行った後の第２期間において、上記第１コンデンサの他
方端子の電位または、上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子の電位が変化すること
により、上記駆動用トランジスタの出力電流が設定されることを特徴としている。
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、表示光源としての電流駆動型の電気
光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に印加される電圧により制御される出力
電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電流として供給する駆動用トランジスタ
とが、マトリックス状に設けられた各画素に配置され、上記駆動電流が、データ配線から
上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯または消灯を示すデジタルの表示デー
タに対応する表示装置において、上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トランジスタ
と上記電気光学素子とが直列に接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に
第１コンデンサの一方端子が接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子と上
記電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタが接続され、上記データ配線から上
記各画素の上記表示データに対応する電位であって、上記表示データが点灯を示すもので
ある場合には上記駆動用トランジスタをＯＮ状態とする電位が、また、上記表示データが
消灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＦＦ状態とする電位が、上記
駆動用トランジスタの上記電流制御端子に与えられて、上記第１コンデンサに、対応する
電荷が保持された状態から始まる、あるいは、対応する電荷を保持する動作と同時に行わ
れる第１期間において、上記第２スイッチ用トランジスタがＯＮ状態となり、上記第１ス
イッチ用トランジスタがＯＦＦ状態となり、第２期間において、上記第１コンデンサの他
方端子の電位または、上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子の電位が変化すること
により、上記駆動用トランジスタの出力電流が設定されることを特徴としている。
【００２４】
　上記の発明によれば、各画素の表示データに対応する電位が第１期間の前あるいは同時
に駆動用トランジスタの電流制御端子に与えられる。そして、第１期間にＯＮ状態とした
駆動用トランジスタの閾値電圧を補償することにより、その駆動用トランジスタの電流制
御端子の電位が駆動用トランジスタの基準電位端子の電位Ｖｓより閾値電圧Ｖｔｈだけ大
きい状態となる。また、ＯＦＦ状態とした駆動用トランジスタでは、閾値電圧が補償でき
ないが、元々ＯＦＦ状態は閾値電圧に依存しないので問題ない。そして、第２期間でその
駆動用トランジスタの電流制御端子の電位または駆動用トランジスタの基準電位端子の電
位を変化させることで、駆動用トランジスタの出力電流を閾値電圧に関わらず所望の電流
値に設定できる。
【００２５】
　データ配線は、少なくとも、各画素の表示データに対応する電位が駆動用トランジスタ
の電流制御端子に与えられて、第１コンデンサに対応する電荷が保持される動作が完了す
るまで画素に接続されていればよい。従って、各画素は、駆動用トランジスタの閾値電圧
補償期間において、データ配線を占有する必要がない。この結果、駆動用トランジスタの
閾値電圧のばらつきを補償しながら、１画素当たりの選択期間の長さを短くすることので
きる表示装置を実現することができるという効果を奏する。
【００２６】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第１コンデンサの上記他方端子
は第１配線に接続されていることを特徴としている。また、上記第２期間に上記第１配線
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の電位が変化して、上記駆動用トランジスタがＯＦＦ状態からＯＮ状態に変化する、また
は、ＯＦＦ状態を維持することにより、上記駆動電流の有無が決定されてもよい。
【００２７】
　上記の発明によれば、第１コンデンサの他方端子に第１配線を接続し、第２期間でその
第１配線の電位を変化させることで、駆動用トランジスタの電流制御端子の電位を変化さ
せ、駆動用トランジスタの出力電流を所望の値に設定することができるという効果を奏す
る。
【００２８】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記駆動用トランジスタの上記電流
出力端子と上記データ配線との間に第３スイッチ用トランジスタが接続されていることを
特徴としている。また、上記表示データ付与期間に上記第３スイッチ用トランジスタがＯ
Ｎ状態となってもよい。
【００２９】
　上記の発明によれば、第１期間において、第１スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態と
してから、第２スイッチ用トランジスタをＯＮ状態とし、更に第３スイッチ用トランジス
タをＯＮ状態とできる。このとき、第３スイッチ用トランジスタを通して駆動用トランジ
スタの電流出力端子へ電位Ｖｄａを与える。この電位Ｖｄａを制御することで、上記第１
期間において、電気光学素子へ電流を流さなくても、駆動用トランジスタのＯＮ／ＯＦＦ
状態を制御できるという効果を奏する。
【００３０】
　例えば、駆動用トランジスタがｐ型で、基準電位端子電位をＶｓとするとき、上記電位
Ｖｄａが駆動用トランジスタの最小閾値電圧－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）に対し、
　　　Ｖｓ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）＜Ｖｄａ            ・・・（条件１）
であれば、駆動用トランジスタ（Ｑ１）はその閾値電圧に依らずＯＦＦ状態となる。
【００３１】
　逆に、上記電位Ｖｄａが駆動用トランジスタ（Ｑ１）の最大閾値電圧－Ｖｔｈ（ｍａｘ
）に対し、
　　　Ｖｓ－Ｖｔｈ（ｍａｘ）＞Ｖｄａ            ・・・（条件２）
であれば駆動用トランジスタはその閾値電圧に依らずＯＮ状態となる。
【００３２】
　その後、第３スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態とする。このとき、条件１では、駆
動用トランジスタはＯＦＦ状態となり、駆動用トランジスタの電流制御端子の電位はこの
電位Ｖｄａのままとなる。条件２では、駆動用トランジスタがＯＮ状態となり、駆動用ト
ランジスタの電流制御端子の電位はＶｓ－Ｖｔｈとなる。
【００３３】
　そして、第２期間でその駆動用トランジスタの電流制御端子の電位または駆動用トラン
ジスタの基準電位端子の電位を変化させることで、駆動用トランジスタの電流制御端子の
電位がＶｓ－Ｖｔｈとなった駆動用トランジスタを、その閾値電圧に依らず一定の電流が
流れる状態とすることができる。
【００３４】
　また、この電位変化が電位Ｖｓから電位Ｖｓ－Ｖｘに変化するとした場合、
　　　Ｖｓ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）＜Ｖｄａ－Ｖｘ
であれば、駆動用トランジスタの電流制御端子の電位がＶｄａである駆動用トランジスタ
の出力状態をＯＦＦ状態のままとすることができる。
【００３５】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記駆動用トランジスタの上記電流
制御端子と上記データ配線との間に第４スイッチ用トランジスタが接続されていることを
特徴としている。
【００３６】
　上記の発明によれば、第１期間において、第１スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態と
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してから、第４スイッチ用トランジスタをＯＮ状態にできる。そして、第１期間の最初に
第４スイッチ用トランジスタを通して駆動用トランジスタの電流出力端子へ電位Ｖｄａを
与える。この電位Ｖｄａを制御することで、上記第１期間において、電気光学素子へ電流
を流さなくても、駆動用トランジスタのＯＮ／ＯＦＦ状態を制御できるという効果を奏す
る。
【００３７】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記駆動用トランジスタの上記電流
出力端子と上記データ配線とは第２コンデンサを介して接続されていることを特徴として
いる。
【００３８】
　上記の発明によれば、第１期間において、第２スイッチ用トランジスタをＯＮ状態とし
てから、第１スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態とする。このため、駆動用トランジス
タは一端ＯＮ状態となり、電気光学素子へ向け電流が流れ、その後、駆動用トランジスタ
がＯＦＦ状態となる。
【００３９】
　その後、第２スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態とする直前に、データ配線の電位を
Ｈｉｇｈ電位とすることで、駆動用トランジスタの電流制御端子は閾値電位Ｖｓ－Ｖｔｈ
より大きな電位となり、駆動用トランジスタの電流制御端子にＯＦＦ電位が保持される。
【００４０】
　逆に、第２スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態とする直前に、データ配線の電位をＬ
ｏｗ電位のままとすることで、駆動用トランジスタの電流制御端子は閾値電位Ｖｓ－Ｖｔ
ｈのままとなる。
【００４１】
　その後、第２スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態として、この電位を保持することで
、駆動用トランジスタのＯＮ／ＯＦＦ状態を制御できるという効果を奏する。また、この
ＯＮ状態は駆動用トランジスタのその閾値電圧に依らず一定の電流を与える状態とするこ
とができるという効果を奏する。
【００４２】
　なお、第２コンデンサと直列にスイッチ用トランジスタを配置すれば、そのスイッチ用
トランジスタをＯＦＦ状態とすることで、データ配線に繋がる容量を小さくできる。この
ため、第２期間における、ソースドライバ回路の負荷を減らし、データ配線の電位変化速
度を早くできるので好ましい。
【００４３】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記駆動用トランジスタの上記基準
電位端子と上記データ配線との間に第５スイッチ用トランジスタが接続され、上記駆動用
トランジスタの上記基準電位端子と、上記駆動用トランジスタの出力電流を生成する電源
の電位を与える電源配線との間に、第６スイッチ用トランジスタが接続されていることを
特徴としている。
【００４４】
　上記の発明によれば、第１期間に駆動用トランジスタの電流制御端子の電位がデータ配
線の電位より閾値電位Ｖｔｈだけ大きい（または小さい）状態となる。そして、第２期間
において、駆動用トランジスタの基準電位端子の電位を変化させ、駆動用トランジスタの
出力電流を所望の電流値に設定できるという効果を奏する。
【００４５】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第１コンデンサの上記他方端子
と、上記駆動用トランジスタの出力電流を生成する電源の電位を与える電源配線との間に
、第３コンデンサが接続され、上記第１コンデンサの上記他方端子と上記データ配線との
間に第７スイッチ用トランジスタが接続されていることを特徴としている。
【００４６】
　上記の発明によれば、第１期間に駆動用トランジスタの電流制御端子の電位が駆動用ト



(10) JP 4160032 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

ランジスタの基準電位端子の電位Ｖｓより閾値電位Ｖｔｈだけ大きい（または小さい）状
態となる。そして、第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子電位を変化させ、
駆動用トランジスタの出力電流を所望の電流値に設定できるという効果を奏する。
【００４７】
　本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第１コンデンサの上記他方端子
と所定の電位を与える第２配線との間に第８スイッチ用トランジスタが接続され、上記第
１コンデンサの上記他方端子と上記データ配線との間に第７スイッチ用トランジスタが接
続されていることを特徴としている。
【００４８】
　上記の発明によれば、第１期間に駆動用トランジスタの電流制御端子の電位が駆動用ト
ランジスタの基準電位端子の電位Ｖｓより閾値電位Ｖｔｈだけ大きい（または小さい）状
態となる。そして、第２期間において、上記第１コンデンサの他方端子電位を変化させ、
駆動用トランジスタの出力電流を所望の電流値に設定できるという効果を奏する。
【００４９】
　また、第２配線の電位を固定することもできるし、ＲＧＢ各色で共通化することもでき
る。
【００５０】
　本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、表示光源としての電流駆
動型の電気光学素子と、電流制御端子と基準電位端子との間に印加される電圧により制御
される出力電流を電流出力端子から上記電気光学素子に駆動電流として供給する駆動用ト
ランジスタとが、マトリックス状に設けられた各画素に配置され、上記駆動電流が、デー
タ配線から上記各画素に供給される、上記電気光学素子の点灯または消灯を示すデジタル
の表示データに対応する表示装置において、上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用ト
ランジスタと上記電気光学素子とが直列に接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流
制御端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制
御端子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタが接続された表示装置の
駆動方法であって、上記データ配線から上記各画素の上記表示データに対応する電位であ
って、上記表示データが点灯を示すものである場合には上記駆動用トランジスタをＯＮ状
態とする電位を、また、上記表示データが消灯を示すものである場合には上記駆動用トラ
ンジスタをＯＦＦ状態とする電位を、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端子に与え
て、上記第１コンデンサに、対応する電荷を保持させた状態から始まる、あるいは、対応
する電荷を保持する動作と同時に行う第１期間において、上記第２スイッチ用トランジス
タをＯＮ状態とし、上記第１スイッチ用トランジスタをＯＦＦ状態とし、第２期間におい
て、上記第１コンデンサの他方端子の電位または、上記駆動用トランジスタの上記基準電
位端子電位を変化させることにより、上記駆動用トランジスタの出力電流を設定すること
を特徴としている。
【００５１】
　上記の発明によれば、各画素は、駆動用トランジスタの閾値電圧補償期間において、デ
ータ配線を占有する必要がない。この結果、駆動用トランジスタの閾値電圧のばらつきを
補償しながら、１画素当たりの選択期間の長さを短くすることのできる表示装置の駆動方
法を実現することができるという効果を奏する。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の表示装置は、以上のように、上記駆動用トランジスタと第１スイッチ用トラン
ジスタと上記電気光学素子とが直列に接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御
端子に第１コンデンサの一方端子が接続され、上記駆動用トランジスタの上記電流制御端
子と上記電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタが接続され、上記データ配線
から上記各画素の表示データに対応する電位が上記駆動用トランジスタの上記電流制御端
子に与えられて、上記第１コンデンサに、対応する電荷が保持された状態から始まる、あ
るいは、対応する電荷を保持する動作と同時に行われる第１期間において、上記第２スイ
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ッチ用トランジスタがＯＮ状態となり、上記第１スイッチ用トランジスタがＯＦＦ状態と
なることにより、上記駆動用トランジスタの閾値電圧が補償され、第２期間において、上
記第１コンデンサの他方端子の電位または、上記駆動用トランジスタの上記基準電位端子
の電位が変化することにより、上記駆動用トランジスタの出力電流が設定される。
【００５３】
　それゆえ、駆動用トランジスタの閾値電圧のばらつきを補償しながら、１画素当たりの
選択期間の長さを短くすることのできる表示装置を実現することができるという効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　本発明の実施の形態について図１ないし図２４に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。
【００５５】
　本発明に用いられるスイッチング素子は低温ポリシリコンＴＦＴやＣＧ（Continuous G
rain）シリコンＴＦＴなどで構成できるが、本実施の形態ではＣＧシリコンＴＦＴを用い
ることとする。
【００５６】
　ここで、ＣＧシリコンＴＦＴの構成は、例えば非特許文献１に発表されており、ＣＧシ
リコンＴＦＴの製造プロセスは、例えば非特許文献２に発表されている。すなわち、ＣＧ
シリコンＴＦＴの構成およびその製造プロセスは何れも公知であるため、ここではその詳
細な説明は省略する。
【００５７】
　また、本実施の形態で用いる電気光学素子である有機ＥＬ素子についても、その構成は
、例えば非特許文献３に発表されており公知であるため、ここではその詳細な説明は省略
する。
【００５８】
　〔実施の形態１〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第１の例について説明する。
【００５９】
　本実施の形態の表示装置１は、図２に示すように、画素回路Ａｉｊ（ｉ＝１～ｎ、ｊ＝
１～ｍ）をマトリックス状に配置し、その配線制御回路としてゲートドライバ回路３，８
、ソースドライバ回路２を配置し、その内部電圧発生回路として電位発生部１１を有して
いる。
【００６０】
　各画素回路Ａｉｊは、データ配線Ｄｊとゲート配線Ｇｉとが交差する領域に対応して配
置されている。また、上記ソースドライバ回路２は、ｍビットのシフトレジスタ４、ｍビ
ットのレジスタ５、ｍビットのラッチ６、及び、ｍ個のアナログスイッチ回路７…から構
成される。
【００６１】
　上記ソースドライバ回路２においては、ｍビットのシフトレジスタ４の先頭のレジスタ
へスタートパルスＳＰが入力され、そのスタートパルスＳＰがクロックｃｌｋでシフトレ
ジスタ４内を転送され、同時にレジスタ５にタイミングパルスＳＳＰとして出力される。
ｍビットのレジスタ５は、シフトレジスタ４から送られてくるタイミングパルスＳＳＰに
より、入力された１ビットのデータＤｘを対応するデータ配線Ｄｊの位置に保持する。ラ
ッチ６ではこの保持されたｍビットのデータをラッチパルスＬＰのタイミングで取り込み
、アナログスイッチ回路７へ出力する。アナログスイッチ回路７では、入力されたデータ
に対応する電位ＶＨ，ＶＬを電位発生部１１から選択しデータ配線Ｄｊへ出力する。
【００６２】
　また、ゲートドライバ回路３は図示しないデコーダ回路とバッファ回路とから構成され
、入力されたアドレスＡｄｄをデコーダ回路でデコードし、制御信号ＯＥで制御されたタ
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イミングでバッファを通して、対応したゲート配線Ｇｉへ出力する。
【００６３】
　ゲートドライバ回路８はシフトレジスタ回路９とアナログスイッチ回路１０…とから構
成され、入力された制御信号Ｙｉ等をシフトレジスタ回路９の先頭に入力し、クロックｙ
ｃｋでシフトレジスタ回路９内を転送し、アナログスイッチ回路１０や図示しないバッフ
ァ回路へ出力する。アナログスイッチ回路１０は、入力されたデータに対応して、電位発
生部１１から電圧Ｖｃｃか電圧Ｖｃを選択し電位配線Ｕｉへ出力する。バッファ回路は入
力されたデータを増幅し、対応した制御配線Ｐｉ，Ｒｉへ出力する。
【００６４】
　図１に、画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【００６５】
　この画素回路Ａｉｊではデータ配線Ｄｊ（第２配線）とゲート配線Ｇｉが交差する付近
に駆動用ＴＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１（電気光学素子）が配
置されている。そして、電源配線Ｖｐから共通配線Ｖｃｏｍへ至る経路に駆動用ＴＦＴ：
Ｑ１とスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３（第１スイッチ用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１とが
この順で直列に接続されている。有機ＥＬ：ＥＬ１は電流駆動型の電気光学素子であり、
表示光源となる。
【００６６】
　駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子（電流制御端子）にはコンデンサＣ１（第１コンデン
サ）の一方端子が接続され、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子とドレイン端子（電流出力
端子）との間にはスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２（第２スイッチ用トランジスタ）が接続されて
いる。駆動用ＴＦＴ：Ｑ１は、ゲート端子とソース端子との間に印加される電圧により出
力電流が制御される駆動用トランジスタである。なお、ドレイン端子は駆動用ＴＦＴがｎ
型の場合は電流が流入する側の端子となるが、この場合も有機ＥＬ素子の駆動電流を駆動
用ＴＦＴが決定しているので、そのドレイン端子を電流出力端子と称する。
【００６７】
　また、コンデンサＣ１の他方端子には電位配線Ｕｉ（第１配線）が接続され、駆動用Ｔ
ＦＴ：Ｑ１のドレイン端子（電流出力端子）とデータ配線Ｄｊとの間にはスイッチ用ＴＦ
Ｔ：Ｑ４（第３スイッチ用トランジスタ）が接続されている。
【００６８】
　各スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ３，Ｑ４のゲート端子には順に制御配線Ｐｉ、制御配線
Ｒｉ、ゲート配線Ｇｉが接続されている。
【００６９】
　なお、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１，スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３，Ｑ４はｐ型ＴＦＴであり、スイ
ッチ用ＴＦＴ：Ｑ２はｎ型ＴＦＴである。
【００７０】
　この画素回路構成では、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１が取りうる状態はＯＮ状態およびＯＦＦ状
態である。このため、本実施の形態では時間分割階調表示を用いることにする。
【００７１】
　この時間分割階調表示方法の例として特許文献３等があるが、ここでは図３に示す時間
配列を用いることにする。
【００７２】
　図３の時間配列は、各画素回路Ａｉｊに１フレーム期間に時系列でどのように１，０の
データを供給するかを表したものである。画素回路Ａｉｊは１フレーム期間に８ビットか
らなるデータを１ビットずつ時系列でソースドライバ回路２から供給される。「ｂｉｔ番
号」および「ｂｉｔの重み」の欄から分かるように、各ｂｉｔ１～ｂｉｔ８の重みは１：
２：４：８：１２：１２：１２：１２となっている。この各重みは点灯／消灯期間の長さ
を表しており、発光強度を一定にして点灯期間が合計でどのような長さとするかによって
１フレーム期間に感じる画素の明るさを変えるようにしている。これらのｂｉｔの重みを
用いると、重み１２を０個用いたときに重み１、２、４、８により０～１５が表現でき、
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重み１２を１個用いたときに１２～２７が表現でき、１２を２個用いたときに２４～３９
が表現でき、１２を３個用いたときに３６～５１が表現でき、１２を４個用いたときに４
８～６３が表現でき、全部で０～６３の６４階調表示が可能になる。
【００７３】
　この６４階調表示を、各画素で表示する順番を「占有期間の番号」が重ならないように
１２：１２：１：４：２：８：１２：１２とする。すなわち画素回路Ａｉｊに供給する「
ｂｉｔ番号」の順番を６→５→１→３→２→４→８→７となるよう並べ替えて行う。これ
はこれら「占有期間の番号」に対応する「ｂｉｔの重み」に更に非表示期間（ブランキン
グ期間）を加えた「ｂｉｔの長さ」が、欄のように１４：１４：３：６：４：１０：１５
：１４とし、０／８の余り０、１４／８の余り６、（１４＋１４）／８の余り４、（１４
＋１４＋３）／８の余り７、・・・等が互いに重ならないようにするためである。従って
、１フレーム期間は、ｂｉｔの長さの合計１４＋１４＋３＋６＋４＋１０＋１５＋１４＝
８０となる。ｂｉｔの長さ１を１ｂｉｔ期間とすると、１フレーム期間は８０ｂｉｔ期間
となる。また、１ｂｉｔ期間は、画素回路Ａｉｊに１ｂｉｔ分のデータを設定するために
、データ配線Ｄｊにデータに対応した電位を出力する期間である。
【００７４】
　これをライン数（ゲート配線Ｇｉの数）が１０である場合で考え、あるデータ配線Ｄｊ
に、各ｂｉｔ期間にどのゲート配線Ｇｉにつながる画素用の何ｂｉｔ目のデータを供給す
るかを図４および図５に示す。図４は１フレーム期間の前半部分のデータ供給を表し、図
５は１フレーム期間の後半部分のデータ供給を表す。
【００７５】
　図４および図５において、ゲート配線Ｇ１の欄は、あるデータ配線Ｄｊのゲート配線Ｇ
１につながる画素Ａ１ｊに時系列でどのようにｂｉｔデータを供給するのかを表している
。この画素Ａ１ｊには、第１ｂｉｔ期間でｂｉｔ６のデータが供給され、１４ｂｉｔ期間
後の第１５ｂｉｔ期間でｂｉｔ５のデータが供給され、さらに１４ｂｉｔ期間後の第２９
ｂｉｔ期間でｂｉｔ１のデータが供給され、さらに３ｂｉｔ期間後の第３２ｂｉｔ期間で
ｂｉｔ３のデータが供給され、さらに６ｂｉｔ期間後の第３８ｂｉｔ期間でｂｉｔ２のデ
ータが供給され、さらに４ｂｉｔ期間後の第４２ｂｉｔ期間でｂｉｔ４のデータが供給さ
れ、さらに１０ｂｉｔ期間後の第５２ｂｉｔ期間でｂｉｔ８のデータが供給され、さらに
１５ｂｉｔ期間後の第６７ｂｉｔ期間でｂｉｔ７のデータが供給される。そして、さらに
１４ｂｉｔ期間後の第８１ｂｉｔ期間で最初の第１ｂｉｔ期間に戻り、ｂｉｔ６のデータ
をデータ配線Ｄｊに供給する。
【００７６】
　なお、ゲート配線Ｇ１によって選択される画素Ａ１ｊについて、図４および図５の最下
部に、ｂｉｔの長さのうちブランキング期間を除いたｂｉｔの重みに対応する期間、すな
わちその画素Ａ１ｊが点灯しうる期間を示してある。このように、ｂｉｔ番号６，５，１
，３，２，４，７の各ｂｉｔの長さの最初の２ｂｉｔ期間、および、ｂｉｔ番号８のｂｉ
ｔの長さの最初の３ｂｉｔ期間はブランキング期間とする。これは他のゲート配線でも同
様である。
【００７７】
　上記データ配線Ｄｊにつながる画素のうち次のゲート配線Ｇｉ＋１につながる画素には
、ゲート配線Ｇｉに対応するｂｉｔデータの供給タイミングを８ｂｉｔ期間遅らせたタイ
ミングでデータ配線Ｄｊに供給する。例えばゲート配線Ｇ２の欄には、上記ゲート配線Ｇ
１のｂｉｔデータの供給タイミングを８ｂｉｔ期間遅らせてデータ配線Ｄｊに供給するこ
とが示されている。このように各ゲート配線Ｇｉにｂｉｔデータを供給するタイミングを
作っていくと、同じデータ配線Ｄｊに対して、第１ｂｉｔ期間にゲート配線Ｇ１につなが
る画素Ａ１ｊへのｂｉｔ６のデータを供給し、第２ｂｉｔ期間にゲート配線Ｇ６につなが
る画素Ａ６ｊへのｂｉｔ４のデータを供給し、第３ｂｉｔ期間にゲート配線Ｇ３につなが
る画素Ａ３ｊへのｂｉｔ７のデータを供給する、といったようにデータ供給が行われる。
【００７８】
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　このように、各ゲート配線Ｇｉに対応するｂｉｔデータは、同じデータ配線Ｄｊに、互
いにタイミングが重なることなく供給される。また、同じデータ配線Ｄｊに対し、各ｂｉ
ｔ期間にはいずれかのゲート配線Ｇｉに対応するｂｉｔデータが供給される。
【００７９】
　そこで、図４および図５の１フレーム期間に相当する８０ｂｉｔ期間を８ｂｉｔ期間毎
にまとめてグループ化し、各グループに順に単位期間１～１０という記号を割り当てる。
また、各単位期間内の８つのｂｉｔ期間に順に占有期間０～７という記号を割り当てる。
そうすると、ｂｉｔ６，５，１，３，２，４，８，７は順に必ず占有期間０，６，４，７
，５，１，３，２に出現する。
【００８０】
　そこで、上記対応を、各ｂｉｔを縦軸、占有期間を横軸にして、対応するところに『●
』で記すことにより示すと、図３の「ｂｉｔの長さ」対「占有期間の番号」のようになる
。
【００８１】
　なお、上記時間配列では、各ｂｉｔの長さが各ｂｉｔの重みより大きくなっている。こ
の期間の差は、後述する図６のタイミングチャートに示すように、電位配線ＵｉをＶｃｃ
等にして、強制的に駆動用ＴＦＴ：Ｑ１をＯＦＦ状態とするブランキング期間で埋めるこ
とにする。ブランキング期間は各ｂｉｔの全占有期間の最初に設けられる。
【００８２】
　以下、図１の画素回路Ａｉｊの動作を、このブランキング期間を含め図６に示すタイミ
ングチャートを用いて説明する。
【００８３】
　図６においてＵｉ，Ｇｉ，Ｒｉ，Ｐｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｕｉ＋１，Ｇｉ＋１
，Ｒｉ＋１，Ｐｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給す
るｂｉｔ１～８のデータを示している。また、ｔ１分の期間は１ｂｉｔ期間の２分の１で
ある。
【００８４】
　時刻４ｔ１～６ｔ１の期間は画素回路Ａｉｊにｂｉｔ７のデータを設定するｂｉｔ期間
であり、時刻４ｔ１～８ｔ１の期間はブランキング期間である。
【００８５】
　時刻４ｔ１において、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃｃとしてブランキング期間を開始する。
そして、制御配線ＲｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３をＯＦＦ状態
とする。また、制御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２をＯＮ
状態とする。また、ゲート配線ＧｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ４を
ＯＮ状態とする。
【００８６】
　このとき、データ配線Ｄｊに与える電位をＶＬとすれば駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はゲート電
位が低くなってＯＮ状態となり、ＶＨとすれば駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はゲート電位が高くな
ってＯＦＦ状態となる。
【００８７】
　即ち、電源配線Ｖｐの電位をＶｐ、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧の絶対値がばらつき
の最大（絶対値が最大）でＶｔｈ（ｍａｘ）、ばらつきの最小（絶対値が最小）でＶｔｈ
（ｍｉｎ）であるとして、
　　　ＶＬ＜Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍａｘ）
　　　ＶＨ＞Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）
とする。
【００８８】
　これにより、例えば、データ配線Ｄｊに電位ＶＬを与えると、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２
，Ｑ４がＯＮ状態であるので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位もＶＬとなる。このため
、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はその閾値電圧ＶｔｈがばらつきのどこにあってもＯＮ状態となる
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。逆に、データ配線Ｄｊに電位ＶＨを与えると、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位もＶＨ
となる。このため、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はその閾値電位Ｖｔｈがばらつきのどこにあって
もＯＦＦ状態となる。
【００８９】
　その後、時刻５ｔ１でゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：
Ｑ４をＯＦＦ状態とする。
【００９０】
　次に、時刻５ｔ１～７ｔ１の期間は、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償期間（第１期間）
となる。時刻５ｔ１で駆動用ＴＦＴ：Ｑ１がＯＮ状態である場合、すなわちデータ配線Ｄ
ｊが電位ＶＬである場合、閾値補償期間に電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のドレイ
ンを介して駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲートおよびコンデンサＣ１の一方端子に電流が流れ込
むため、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈまで上昇してＯＦＦ状態となる
（以下、状態ＶＬと称する）。一方、時刻５ｔ１で駆動用ＴＦＴ：Ｑ１がＯＦＦ状態であ
る場合、すなわちデータ配線Ｄｊが電位ＶＨである場合、閾値補償期間に駆動用ＴＦＴ：
Ｑ１のゲート電位はＶＨのままとなる（以下、状態ＶＨと称する）。
【００９１】
　その後、時刻７ｔ１で制御配線ＰｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２
をＯＦＦ状態とし、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償期間を終了する。これにより、コンデ
ンサＣ１の電荷、従って駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧が保持される。従っ
て、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位は閾値補償期間に状態ＶＬとなった場合には電位Ｖ
ｐ－Ｖｔｈに保持され、閾値補償期間に状態ＶＨとなった場合には電位ＶＨに保持される
。本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、データ配線Ｄｊから各画素の表
示データに対応する電位が駆動用ＴＦＴＱ１のゲート端子に与えられて、コンデンサＣ１
に、対応する電荷が保持された状態から始まる。
【００９２】
　そして、時刻８ｔ１で制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３
をＯＮ状態とし、電位配線Ｕｉの電位をＶｃ（Ｖｃ＜Ｖｃｃ）に変化させ、ブランキング
期間を終了する。時刻８ｔ１以降は第２期間である。
【００９３】
　このとき、電位配線ＵｉはＶｃｃ－Ｖｃだけ電位が下降するので、閾値補償期間に状態
ＶＨとなった場合には、電位がＶＨであった駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位、すなわち
コンデンサＣ１の一方端子の電位はＶＨ－（Ｖｃｃ－Ｖｃ）に変化する。従って、
　　　ＶＨ－（Ｖｃｃ－Ｖｃ）＞Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）
としておけば、状態ＶＨの駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態のままとなる。一方、閾値補
償期間に状態ＶＬとなった場合の駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位は
　　　Ｖｐ－Ｖｔｈ－（Ｖｃｃ－Ｖｃ）
となり、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値状態からＶｃｃ－Ｖｃという一定電圧だけ低い電位と
なる。従って、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１は、その閾値電圧Ｖｔｈに依らず一定電流が流れる状
態となる。
【００９４】
　そこで、閾値補償期間に状態ＶＬとなる場合の駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位Ｖｇ、
ドレイン電位Ｖｄ、ソース・ドレイン間電流Ｉｄｓをシミュレーションした結果を図７に
示す。なお、電圧および電流の符号に付されている（１）は、閾値Ｖｔｈが最小（Ｖｔｈ
（ｍｉｎ））で移動度μが最大である場合に対応し、（２）は、閾値Ｖｔｈが最大（Ｖｔ
ｈ（ｍａｘ））で移動度μが最小である場合に対応する。また、図７の電圧の立ち上がり
および立ち下がりタイミングは図６と一致しておらず、制御配線ＲｉがＨｉｇｈ（ＧＨ）
となってから制御配線ＰｉがＨｉｇｈ（ＧＨ）、ゲート配線ＧｉがＬｏｗ（ＧＬ）となっ
ているが、これはスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３を先にＯＦＦ状態としたものであり、図６と本
質的には差はない。
【００９５】
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　図７のシミュレーション結果から判るとおり、制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、
電位配線ＵｉをＶｃとした後、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のソース・ドレイン間電流Ｉｄｓは、
その閾値電圧に依らず（移動度の影響を残し）ほぼ一定となる。
【００９６】
　なお、このとき駆動用ＴＦＴ：Ｑ１を流れる電流は、電位Ｖｃｃと電位Ｖｃとの差の二
乗に比例する。
【００９７】
　そこで、表示装置の点灯画素数が多くなるほど、電位Ｖｃｃが低くなるよう、電位Ｖｃ
ｃを電源配線Ｖｐから得るようにする。そして、表示装置外の電源と電源配線Ｖｐとの間
に抵抗等を配置し、表示装置の点灯画素数が多くなるほど電位Ｖｃｃが低くなるようにす
る。一方、電位Ｖｃについてはロジック電源から抵抗分圧等により作製し、常時一定の電
位となるようにする。
【００９８】
　このことにより、本実施の形態の画素回路のような構成では、表示画素数が少ないほど
白色表示の輝度が上がるピーク輝度を実現できる。
【００９９】
　また、状態ＶＨとした駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位Ｖｇ、ドレイン電位Ｖｄ、ソー
ス・ドレイン間電流Ｉｄｓをシミュレーションした結果を図８に示す。なお、電圧および
電流の符号に付されている（１）は、閾値Ｖｔｈが最小（Ｖｔｈ（ｍｉｎ））で移動度μ
が最大である場合に対応し、（２）は、閾値Ｖｔｈが最大（Ｖｔｈ（ｍａｘ））で移動度
μが最小である場合に対応する。また、図８の電圧の立ち上がりおよび立ち下がりタイミ
ングは図６と一致していが、これも図７と同様に、図６と本質的には差はない。
【０１００】
　図８のシミュレーション結果から判るとおり、制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、
電位配線ＵｉをＶｃとした後でも、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のソース・ドレイン間電流Ｉｄｓ
は０である。
【０１０１】
　以上、本実施の形態によれば、図６のタイミングチャートから明らかなように、ブラン
キング期間である時刻４ｔ１～８ｔ１の期間のうち、データ配線Ｄｊに画素回路Ａｉｊに
対応するｂｉｔ７のデータを与える時間（選択期間）は時刻４ｔ１～６ｔ１で済む。デー
タ配線Ｄｊには時刻４ｔ１から時刻６ｔ１まで第７ビットの電圧を出力する期間が割り当
てられるが、実際、データ配線Ｄｊの電圧を画素回路Ａｉｊに用いているのは、ゲート配
線ＧｉがＬｏｗである時刻４ｔ１から時刻５ｔ１までである。時刻６ｔ１から時刻８ｔ１
までは他のゲート電極Ｇｉにつながる画素回路Ａｉｊの第８ビットの電圧をデータ配線Ｄ
ｊに出力する期間に割り当てられる。そして、このブランキング期間を自在に伸ばしても
、選択期間は２ｔ１の期間のまま変化することはない。
【０１０２】
　このように本実施の形態では、ブランキング期間のうち一部の時間だけを選択期間とす
るので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。
【０１０３】
　ところで、図３で示した時間配列は、図４及び図５のタイミングチャートを示すために
ゲート配線数を１０本とした例についてのものである。しかし、実際には図９に示すよう
にゲート配線数３２０本のＱＶＧＡ（縦型）の表示を行う。
【０１０４】
　図９に示す時間配列では各ｂｉｔの長さを各ｂｉｔの重みより５ｂｉｔ期間分長くして
いる。これは、図１０のタイミングチャートに示すように、各ｂｉｔ当たりブランキング
期間が５ｂｉｔ期間あることを示している。
【０１０５】
　このブランキング期間が５選択期間である例を図１０に示す。図１０のタイミングチャ
ートでは、時刻０において、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃｃとして駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲー
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ト電位をＯＦＦ電位とし、ブランキング期間を開始する。そして、同時に制御配線Ｒｉを
Ｈｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３をＯＦＦ状態とする。
【０１０６】
　その後、時刻２ｔ１において、制御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用Ｔ
ＦＴ：Ｑ２をＯＮ状態とする。また、同時にゲート配線ＧｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、ス
イッチ用ＴＦＴ：Ｑ４をＯＮ状態とする。そして、同時にデータ配線Ｄｊから所望の電位
（図１０では第４ｂｉｔの電位）を駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子に与え、時刻３ｔ１
にてゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ４をＯＦＦ状態と
する。
【０１０７】
　その後、時刻８ｔ１で制御配線ＰｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２
をＯＦＦ状態とする。このことにより、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈ
の状態（状態ＶＬ）かＶＨの状態（状態ＶＨ）で保持される。
【０１０８】
　そして、時刻１０ｔ１で制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
３をＯＮ状態とし、同時に電位配線Ｕｉの電位をＶｃに変化させる。
【０１０９】
　このことにより、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃとした後、状態ＶＬとした駆動用ＴＦＴ：Ｑ
１を流れる電流は、その閾値電圧に依らずほぼ一定となる。
【０１１０】
　また、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃとした後、状態ＶＨとした駆動用ＴＦＴ：Ｑ１を流れる
電流は０となる。
【０１１１】
　本実施の形態では、データ配線Ｄｊは、少なくとも、各画素の表示データに対応する電
位が駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジスタ）：Ｑ１のゲート端子に与えられて、コンデンサ
（第１コンデンサ）Ｃ１に対応する電荷が保持される動作が完了するまで画素に接続され
ていればよい。従って、各画素は、駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジスタ）：Ｑ１の閾値電
圧補償期間において、データ配線を占有する必要がない。このように、本実施の形態では
ブランキング期間を選択期間の長さとは無関係に長くできるので、より多くのゲート配線
Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。このことは、以下の実施の形態でも同様である
。
【０１１２】
　〔実施の形態２〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第２の例について説明する。
【０１１３】
　本実施の形態に係る表示装置１も、図２に示す構成は同じであるので、その説明は省略
する。
【０１１４】
　図１１に、本実施の形態に係る画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【０１１５】
　この画素回路Ａｉｊは、図１の画素回路Ａｉｊの構成からスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ４（第
３スイッチ用トランジスタ）を外し、代わりに、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジス
タ）のゲート端子（電流制御端子）とデータ配線Ｄｊとの間にｎ型のスイッチ用ＴＦＴ：
Ｑ５（第４スイッチ用トランジスタ）が配置されたものである。その他は、図１の画素回
路Ａｉｊと同様なので、ここではそれ以上の説明は省略する。
【０１１６】
　以下、この画素回路Ａｉｊの動作を図１２のタイミングチャートを用いて説明する。
【０１１７】
　図１２においてＵｉ，Ｇｉ，Ｒｉ，Ｐｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｕｉ＋１，Ｇｉ＋
１，Ｒｉ＋１，Ｐｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給
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する第１ｂｉｔ～第８ｂｉｔのデータを示している。
【０１１８】
　図１２のタイミングチャートでは、ブランキング期間は、制御配線ＲｉがＨｉｇｈとな
る、または電位配線ＵｉがＶｃｃとなる、時刻ｔ１～１１ｔ１の期間である。また、閾値
補償期間（第１期間）は、制御配線ＰｉがＨｉｇｈとなる、時刻４ｔ１～１０ｔ１の期間
である。また、時刻２ｔ１～４ｔ１の期間は画素回路Ａｉｊに第４ｂｉｔのデータを設定
する選択期間である。
【０１１９】
　時刻ｔ１において、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃｃとして駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位
をＯＦＦ電位とし、同時に、制御配線ＲｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ
：Ｑ３をＯＦＦ状態とする。
【０１２０】
　その後、時刻２ｔ１～３ｔ１の期間に、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、ス
イッチ用ＴＦＴ：Ｑ５をＯＮ状態とする。そしてこのとき、データ配線Ｄｊから与える電
位をＶＬとするか、ＶＨとするかにより、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１をＯＮ状態にするか、ＯＦ
Ｆ状態にするかを設定する。
【０１２１】
　即ち、電源配線Ｖｐの電位をＶｐ、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧の絶対値がばらつき
の最大（絶対値が最大）でＶｔｈ（ｍａｘ）、ばらつきの最小（絶対値が最小）でＶｔｈ
（ｍｉｎ）であるとして、
　　　ＶＬ＜Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍａｘ）
　　　ＶＨ＞Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）
とする。
【０１２２】
　例えば、データ配線Ｄｊから与える電位をＶＬとすると、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート
電位はＶＬとなる。このため、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はその閾値電圧Ｖｔｈに依らずＯＮ状
態となる。逆に、データ配線Ｄｊから与える電位をＶＨとすると、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の
ゲート電位はＶＨとなる。このため、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はその閾値電圧Ｖｔｈに依らず
ＯＦＦ状態となる。
【０１２３】
　その後、時刻４ｔ１において制御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦ
Ｔ：Ｑ２をＯＮ状態とする。このことにより、ＯＮ状態の駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電
位はＶｐ－Ｖｔｈに変化する。一方、ＯＦＦ状態の駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶ
Ｈのままとなる。
【０１２４】
　その後、時刻１０ｔ１で制御配線ＰｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
２をＯＦＦ状態とする。このことにより、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔ
ｈの状態（状態ＶＬ）かＶＨの状態（状態ＶＨ）で保持される。
【０１２５】
　そして、時刻１１ｔ１で制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
３をＯＮ状態とし、電位配線Ｕｉの電位をＶｃに変化させる。
【０１２６】
　このとき、
　　　ＶＨ－（Ｖｃｃ－Ｖｃ）＞Ｖｐ－Ｖｔｈ（ｍｉｎ）
としておけば、状態ＶＨの駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態のままとなる。一方、状態Ｖ
Ｌの駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位は
　　　Ｖｐ－Ｖｔｈ－（Ｖｃｃ－Ｖｃ）
となり、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧Ｖｔｈに依らず駆動用ＴＦＴ：Ｑ１に一定電流が
流れる状態となる。
【０１２７】
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　このように、本実施の形態によれば、図１２のタイミングチャートから明らかなように
、ブランキング期間のうち、データ配線Ｄｊに所望の電位ＶＨ／ＶＬを与える時間（選択
期間）は、閾値補償期間が時刻４ｔ１～１０ｔ１の期間であるのに対し、時刻２ｔ１～４
ｔ１の期間で済む。そして、このブランキング期間を自在に伸ばしても、選択期間は２ｔ
１の期間のままで済ませられる。本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、
データ配線Ｄｊから各画素の表示データに対応する電位が駆動用ＴＦＴＱ１のゲート端子
に与えられて、コンデンサＣ１に、対応する電荷が保持された状態から始まる。時刻１１
ｔ１以降は第２期間となる。
【０１２８】
　このように本実施の形態によれば、ブランキング期間のうち一部の時間だけを選択期間
とするので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。
【０１２９】
　次に、図１３に、駆動用ＴＦＴをｎ型の駆動用ＴＦＴ：Ｑ６とする場合の画素回路Ａｉ
ｊの構成を示しておく。
【０１３０】
　図１３では、電源配線Ｖｐと共通電極Ｖｃｏｍとの間に、第１スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ８
（第１スイッチ用トランジスタ）と駆動用ＴＦＴ：Ｑ６（駆動用トランジスタ）と有機Ｅ
Ｌ：ＥＬ１（電気光学素子）がこの順で直列に接続されている。また、駆動用ＴＦＴ：Ｑ
６のゲート端子（電流制御端子）にはコンデンサＣ２（第１コンデンサ）の一方端子が接
続され、駆動用ＴＦＴ：Ｑ６のゲート端子とドレイン端子（電流出力端子）との間にはス
イッチ用ＴＦＴ：Ｑ７（第２スイッチ用トランジスタ）が接続されている。
【０１３１】
　コンデンサＣ２の他方端子は電位配線Ｕｉ（第１配線）に接続され、駆動用ＴＦＴ：Ｑ
６（駆動用トランジスタ）のゲート端子（電流制御端子）とデータ配線Ｄｊとの間にスイ
ッチ用ＴＦＴ：Ｑ９（第４スイッチ用トランジスタ）が接続されている。各スイッチ用Ｔ
ＦＴ：Ｑ７，Ｑ８，Ｑ９のゲート端子は順に制御配線Ｐｉ、制御配線Ｒｉ、ゲート配線Ｇ
ｉに接続されている。
【０１３２】
　なお、駆動用ＴＦＴ：Ｑ６およびスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ７，Ｑ８，Ｑ９はｎ型ＴＦＴで
ある。
【０１３３】
　図１４に、この画素回路Ａｉｊのタイミングチャートを示す。
【０１３４】
　図１４のタイミングチャートでは、駆動用ＴＦＴ：Ｑ６がｎ型であることから、Ｖｃｃ
＜Ｖｃとなる。また、信号配線Ｒｉの極性が図１２とは反対となるが、これは、図１３の
画素回路構成では制御配線Ｒｉに繋がるスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ８（第１スイッチ用トラン
ジスタ）がｎ型であるからである。
【０１３５】
　それ以外、図１４のタイミングチャートは図１２のタイミングチャートと等しいので、
ここでは説明は省略する。
【０１３６】
　このように、本実施の形態は、駆動用ＴＦＴがｐ型の場合だけでなく、ｎ型の場合にも
成り立つ。
【０１３７】
　〔実施の形態３〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第３の例について説明する。
【０１３８】
　本実施の形態に係る表示装置１も、図２に示す構成は同じであるので、その説明は省略
する。
【０１３９】
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　図１５に、本実施の形態に係る画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【０１４０】
　この画素回路Ａｉｊは、図１の画素回路Ａｉｊの構成からスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ４（第
３スイッチ用トランジスタ）を外し、代わりに、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジス
タ）のドレイン端子（電流出力端子）とデータ配線Ｄｊとの間にコンデンサＣ３（第２コ
ンデンサ）を接続したものとなっている。また、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ４のゲート電圧を
制御するためのゲート配線Ｇｉも外してある。その他は、図１の画素回路Ａｉｊと同様な
ので、ここではそれ以上の説明は省略する。
【０１４１】
　以下、この画素回路Ａｉｊの動作を図１６のタイミングチャートを用いて説明する。
【０１４２】
　図１６においてＵｉ，Ｒｉ，Ｃｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｕｉ＋１，Ｒｉ＋１，Ｃ
ｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給する第１ｂｉｔ～
第８ｂｉｔのデータを示している。
【０１４３】
　図１６のタイミングチャートでは、ブランキング期間は、電位配線Ｕｉが電位Ｖｃｃと
なる、時刻０～１０ｔ１の期間である。また、閾値補償期間（第１期間）は、後述の説明
から分かるように時刻８ｔ１～９ｔ１の期間である。また、時刻８ｔ１～１０ｔ１の期間
は画素回路Ａｉｊに第３ｂｉｔのデータを設定する選択期間である。
【０１４４】
　データ配線Ｄｊに供給されるｂｉｔデータは、ＯＦＦ状態に対応するデータである場合
には２ｔ１分の選択期間の前半でＶＨ、後半でＶＬとなり、ＯＮ状態に対応するデータで
ある場合には選択期間の前半でＶＬ、後半でＶＨとなる。
【０１４５】
　時刻８ｔ１～１０ｔ１の選択期間に先立ち、時刻０において、電位配線Ｕｉを電位Ｖｃ
ｃとして駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位をＯＦＦ電位とする。そして、時刻ｔ１におい
て、制御配線ＣｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２をＯＮ状態とする
。このとき、制御配線ＲｉはＬｏｗ（ＧＬ）のままなので、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３はＯ
Ｎ状態である。この結果、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位が低下し、駆動用ＴＦＴ：Ｑ
１はＯＮ状態となる。
【０１４６】
　その後、時刻２ｔ１において、制御配線ＲｉがＨｉｇｈ（ＧＨ）となるので、スイッチ
用ＴＦＴ：Ｑ３がＯＦＦ状態となる。その後、データ配線Ｄｊが電位ＶＬとなる毎に、駆
動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位が、コンデンサＣ３を通して変化する。その結果、駆動用
ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧をＶｔｈとすると、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖ
ｔｈとなる。
【０１４７】
　そこで、時刻９ｔ１において制御信号ＣｉをＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦＴ：
Ｑ２をＯＦＦ状態とする。このとき、この直前に、データ配線Ｄｊの電位がＶＬ（第３ｂ
ｉｔのデータがＯＮとなるデータ）であれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ２のゲート電位はＶｐ－
Ｖｔｈとなる。データ配線Ｄｊの電位がＶＨ（第３ｂｉｔのデータがＯＦＦとなるデータ
）であれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ２のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈ＋（ＶＨ－ＶＬ）となる。
【０１４８】
　その後、時刻１０ｔ１において、電位配線Ｕｉの電位をＶｃｃからＶｃへ変化させ、駆
動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位を設定する。このため、時刻９ｔ１においてデータ配線Ｄ
ｊの電位がＶＬのとき、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位は時刻１０ｔ１においてＶｐ－
Ｖｔｈ－Ｖｃｃ＋Ｖｃとなり、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。一方、時刻９ｔ１
においてデータ配線Ｄｊの電位がＶＨのとき、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位は時刻１
０ｔ１においてＶｐ－Ｖｔｈ＋（ＶＨ－ＶＬ）－Ｖｃｃ＋Ｖｃとなる。そこで、ＶＨ－Ｖ
Ｌ＞Ｖｃｃ－Ｖｃとすれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態となる。
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【０１４９】
　このことにより、時刻１０ｔ１において電位配線Ｕｉの電位をＶｃｃからＶｃへ変化さ
せることで、時刻間９ｔ１においてデータ配線Ｄｊの電位がＶＬの場合の駆動用ＴＦＴ：
Ｑ１は、時刻１０ｔ１においてＯＮ状態となる。また、時刻９ｔ１においてデータ配線Ｄ
ｊの電位がＶＨの場合の駆動用ＴＦＴ：Ｑ１は、時刻１０ｔ１においてＯＦＦ状態となる
。
【０１５０】
　そして、時刻９ｔ１において、データ配線Ｄｊの電位がＶＬの場合、駆動用ＴＦＴ：Ｑ
１の出力電流は駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧のばらつきに依らず一定となる。
【０１５１】
　このように、本実施の形態によれば、図１５の画素回路Ａｉｊを用いることにより、ブ
ランキング期間である時刻０～１０ｔ１の期間のうち、データ配線Ｄｊに所望の電位ＶＨ
／ＶＬを与える時間（選択期間）は時刻８ｔ１～１０ｔ１の２ｔ１分で済む。そして、こ
のブランキング期間を自在に伸ばしても、選択期間は２ｔ１の期間のままで済ませられる
。本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、データ配線Ｄｊから各画素の表
示データに対応する電位が駆動用ＴＦＴＱ１のゲート端子に与えられて、コンデンサＣ１
に、対応する電荷が保持される動作と同時（時刻８ｔ１～９ｔ１）に行われる。時刻１０
ｔ１以降は第２期間となる。
【０１５２】
　このように本実施の形態によれば、ブランキング期間のうち一部の期間だけを選択期間
とするので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。
【０１５３】
　次に、図１７に駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のドレイン端子（電流出力端子）とデータ配線Ｄｊ
（第２の配線）の間にコンデンサＣ４（第２コンデンサ）とスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１０（
第８スイッチ用トランジスタ）とを接続した回路構成を示す。
【０１５４】
　データ配線Ｄｊ（第２の配線）に設けたコンデンサＣ４（第２コンデンサ）の容量が大
きいときはデータ配線Ｄｊの配線容量が増えて、波形が歪みやすくなり、選択期間内に波
形が立ち上がらなくなる可能性がある。従って、それを防ぐために、コンデンサＣ４（第
２コンデンサ）と直列にスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１０（第８スイッチ用トランジスタ）を接
続し、制御配線ＲｉがＬｏｗとなっている間にコンデンサＣ４と駆動用ＴＦＴ：Ｑ１との
接続を絶つのが有効である。スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１０がＯＦＦになると、コンデンサＣ
４と駆動用ＴＦＴ：Ｑ１との間の接続が絶たれるので、コンデンサＣ４の端子の１つがオ
ープンになって、コンデンサＣ４の容量はデータ配線Ｄｊの配線容量として働かなくなる
。
【０１５５】
　この図１７に対応するタイミングチャートは図１６と同じであるので、ここではその説
明を省略する。
【０１５６】
　〔実施の形態４〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第４の例について説明する。
【０１５７】
　本実施の形態に係る表示装置１も、図２に示す構成は同じであるので、その説明は省略
する。
【０１５８】
　図１８に、本実施の形態に係る画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【０１５９】
　この画素回路Ａｉｊは、データ配線Ｄｊとゲート配線Ｇｉとが交差する付近に駆動用Ｔ
ＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１（電気光学素子）とが配置された
ものである。そして、電源配線Ｖｐと共通配線Ｖｃｏｍとの間に、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
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１２（第６スイッチ用トランジスタ）と、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１と、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
３（第１スイッチ用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１とがこの順で直列に接続されてい
る。
【０１６０】
　駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子（電流制御端子）と電源配線Ｖｐとの間にはコンデン
サＣ５（第１コンデンサ）が接続されている。また、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子と
ドレイン端子（電流出力端子）との間にはスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２（第２スイッチ用トラ
ンジスタ）が接続されている。また、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のソース端子（基準電位端子）
とデータ配線Ｄｊとの間にスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１１（第５スイッチ用トランジスタ）が
接続されている。
【０１６１】
　各スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ３のゲート端子は順に制御配線Ｐｉ，Ｒｉに接続され、
スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１１，Ｑ１２のゲート端子はゲート配線Ｇｉに接続されている。
【０１６２】
　なお、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１およびスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３，Ｑ１２はｐ型ＴＦＴであり
、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ１１はｎ型ＴＦＴである。
【０１６３】
　以下、この画素回路Ａｉｊの動作を図１９のタイミングチャートを用いて説明する。
【０１６４】
　図１９においてＧｉ，Ｒｉ，Ｐｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｇｉ＋１，Ｒｉ＋１，Ｐ
ｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給する第１ｂｉｔ～
第８ｂｉｔのデータを示している。
【０１６５】
　図１９のタイミングチャートでは、ブランキング期間は、制御配線ＲｉがＨｉｇｈとな
る、時刻３ｔ１～６ｔ１の期間である。あるいは、ゲート配線ＧｉがＨｉｇｈとなる、時
刻２ｔ１～６ｔ１の期間をブランキング期間とすることもできる。また、閾値補償期間（
第１期間）は、後述の説明から分かるように、時刻４ｔ１～５ｔ１の期間である。また、
時刻４ｔ１～６ｔ１の期間は画素回路Ａｉｊに第７ｂｉｔのデータを設定する選択期間で
ある。
【０１６６】
　時刻２ｔ１において、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
１２をＯＦＦ状態として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１１をＯＮ状態とする。また、同時に制
御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２をＯＮ状態とする。制御
配線Ｒｉは時刻３ｔ１までＬｏｗ（ＧＬ）のままなので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電
位は低下し、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。そして、データ配線Ｄｊからスイッ
チ用ＴＦＴ：Ｑ１１、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３を通して有機ＥＬ：
ＥＬ１へ電流が流れる。
【０１６７】
　その後、時刻３ｔ１において、制御配線ＲｉがＨｉｇｈ（ＧＨ）となるので、スイッチ
用ＴＦＴ：Ｑ３がＯＦＦ状態となる。そして、第７ｂｉｔのデータがデータ配線Ｄｊに与
えられ始める時刻４ｔ１から、時刻５ｔ１において制御配線ＰｉがＬｏｗ（ＧＬ）となっ
てスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２がＯＦＦとなるまで、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償期間が続
く。この閾値補償期間の最後にデータ配線Ｄｊに与えられる電位をＶｄａとすると、駆動
用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｄａ－Ｖｔｈとなる。そして、この駆動用ＴＦＴ：Ｑ１
のゲート電位が、時刻５ｔ１において制御配線ＰｉがＬｏｗ（ＧＬ）となることで、保持
される。
【０１６８】
　その後、時刻６ｔ１において、ゲート配線ＧｉをＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦ
Ｔ：Ｑ１１をＯＦＦ状態として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１２をＯＮ状態とする。この結果
、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のソース端子電位は電位Ｖｄａから電位Ｖｐに変化する。一方、駆
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動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｄａ－Ｖｔｈから変化しない。
【０１６９】
　その結果、選択期間である時刻４ｔ１～６ｔ１の期間においてデータ配線Ｄｊに供給す
る電位Ｖｄａと電源配線Ｖｐの電位Ｖｐとの間に
　　　Ｖｐ＞Ｖｄａ
の関係があれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｄｓの絶対値がＶｐ－Ｖ
ｄａだけ大きくなるので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。
【０１７０】
　逆に、
　　　Ｖｐ＜Ｖｄａ
であれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｄｓの絶対値がＶｄａ－Ｖｐだ
け小さくなるので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態となる。
【０１７１】
　その結果、上記ＯＮ状態となった駆動用ＴＦＴ：Ｑ１を流れる電流は、その閾値電圧Ｖ
ｔｈに依らず一定となる。本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、データ
配線Ｄｊから各画素の表示データに対応する電位が駆動用ＴＦＴＱ１のゲート端子に与え
られて、コンデンサＣ１に、対応する電荷が保持される動作と同時（時刻４ｔ１～５ｔ１
）に行われる。時刻６ｔ１以降は第２期間となる。
【０１７２】
　以上のように、本実施の形態によれば、また、上記ブランキング期間のうち一部の時間
だけ選択期間とするので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる
。
【０１７３】
　〔実施の形態５〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第５の例について説明する。
【０１７４】
　本実施の形態に係る表示装置１も、図２に示す構成は同じであるので、その説明は省略
する。
【０１７５】
　図２０に、本実施の形態に係る画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【０１７６】
　この画素回路Ａｉｊでも、データ配線Ｄｊとゲート配線Ｇｉとが交差する付近に駆動用
ＴＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１（電気光学素子）とが配置され
ている。
【０１７７】
　そして、電源配線Ｖｐと共通配線Ｖｃｏｍとの間に駆動用ＴＦＴ：Ｑ１と、スイッチ用
ＴＦＴ：Ｑ３（第１スイッチ用トランジスタ）と、有機ＥＬ：ＥＬ１とがこの順で直列に
接続されている。
【０１７８】
　駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子（電流制御端子）にはコンデンサＣ８（第１コンデン
サ）の一方端子が接続され、そのコンデンサＣ８の他方端子と電位配線Ｖｓ（第２配線）
との間にはスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１５（第８スイッチ用トランジスタ）が接続されている
。また、コンデンサＣ８の他方端子とデータ配線Ｄｊとの間にスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１４
（第７スイッチ用トランジスタ）が接続されている。
【０１７９】
　駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子とドレイン端子（電流出力端子）の間にはスイッチ用
ＴＦＴ：Ｑ２（第２スイッチ用トランジスタ）が接続されている。
【０１８０】
　各スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ３ゲート端子は、順に制御配線Ｐｉ，Ｒｉに接続され、
スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１４，１５のゲート端子はゲート配線Ｇｉに接続されている。
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【０１８１】
　この、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１，スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３，Ｑ１５はｐ型ＴＦＴであり、ス
イッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ１４はｎ型ＴＦＴである。
【０１８２】
　以下、この画素回路Ａｉｊの動作を図２１のタイミングチャートを用いて説明する。
【０１８３】
　図２６においてＧｉ，Ｒｉ，Ｐｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｇｉ＋１，Ｒｉ＋１，Ｐ
ｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給する第１ｂｉｔ～
第８ｂｉｔのデータを示している。
【０１８４】
　図２１のタイミングチャートでは、ブランキング期間は、制御配線ＲｉがＨｉｇｈとな
る、時刻３ｔ１～６ｔ１の期間である。あるいは、ゲート配線ＧｉがＨｉｇｈとなる、時
刻２ｔ１～６ｔ１の期間をブランキング期間とすることもできる。また、閾値補償期間（
第１期間）は、後述の説明から分かるように、時刻４ｔ１～５ｔ１の期間である。また、
時刻４ｔ１～６ｔ１の期間は画素回路Ａｉｊに第７ｂｉｔのデータを設定する選択期間で
ある。
【０１８５】
　時刻２ｔ１において、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ
１５をＯＦＦ状態として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１４をＯＮ状態とする。また、同時に制
御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２をＯＮ状態とする。制御
配線Ｒｉは時刻３ｔ１までＬｏｗ（ＧＬ）のままなので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電
位は低下し、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。そして、電源配線Ｖｐから駆動用Ｔ
ＦＴ：Ｑ１、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３を通して有機ＥＬ：ＥＬ１へ電流が流れる。
【０１８６】
　その後、時刻３ｔ１において、制御配線ＲｉがＨｉｇｈ（ＧＨ）となるので、スイッチ
用ＴＦＴ：Ｑ３がＯＦＦ状態となる。そして、第７ｂｉｔのデータがデータ配線Ｄｊに与
えられ始める時刻４ｔ１から、時間５ｔ１において制御配線ＰｉがＬｏｗ（ＧＬ）となっ
てスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２がＯＦＦとなるまで、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償期間が続
く。
【０１８７】
　この閾値補償期間の最後にデータ配線Ｄｊに与えられる電位をＶｄａとすると、駆動用
ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈとなる。そして、コンデンサＣ８の両端に溜ま
る電荷はＶｄａ－（Ｖｐ－Ｖｔｈ）となる。
【０１８８】
　そして、この駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位が、時刻５ｔ１において制御配線Ｐｉが
Ｌｏｗ（ＧＬ）となることで、保持される。
【０１８９】
　その後、時刻６ｔ１において、ゲート配線ＧｉをＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦ
Ｔ：Ｑ１４をＯＦＦ状態として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１５をＯＮ状態とする。
【０１９０】
　この結果、コンデンサＣ８の他方端子電位は電位ＶｄａからＶｓに変化する。
【０１９１】
　その結果、選択期間である時刻４ｔ１～６ｔ１の期間においてデータ配線Ｄｊに供給す
る電圧Ｖｄａと電位配線Ｖｓの電位Ｖｓとの間に、
　　　Ｖｓ＜Ｖｄａ
の関係がれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｄｓの絶対値が大きくなる
ので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。
【０１９２】
　逆に、
　　　Ｖｓ＞Ｖｄａ



(25) JP 4160032 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

であれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｄｓの絶対値が小さくなるので
、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態となる。
【０１９３】
　その結果、上記ＯＮ状態となった駆動用ＴＦＴ：Ｑ１を流れる電流は、その閾値電圧Ｖ
ｔｈに依らず一定となる。本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、データ
配線Ｄｊから各画素の表示データに対応する電位が駆動用ＴＦＴＱ１のゲート端子に与え
られて、コンデンサＣ１に、対応する電荷が保持される動作と同時（時刻４ｔ１～５ｔ１
）に行われる。時刻６ｔ１以降は第２期間となる。
【０１９４】
　また、上記ブランキング期間のうち一部の時間だけ選択期間とするので、より多くのゲ
ート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。
【０１９５】
　〔実施の形態６〕
　本実施の形態では、本発明の表示装置の第６の例について説明する。
【０１９６】
　本実施の形態に係る表示装置１も、図２に示す構成は同じであるので、その説明は省略
する。
【０１９７】
　図２２に、本実施の形態に係る画素回路Ａｉｊの構成を示す。
【０１９８】
　この画素回路Ａｉｊでも、データ配線Ｄｊとゲート配線Ｇｉとが交差する付近に駆動用
ＴＦＴ：Ｑ１（駆動用トランジスタ）と有機ＥＬ：ＥＬ１（電気光学素子）とが配置され
ている。そして、電源配線Ｖｐと共通配線Ｖｃｏｍとの間に駆動用ＴＦＴ：Ｑ１と、スイ
ッチ用ＴＦＴ：Ｑ３（第１スイッチ用トランジスタ）と、有機ＥＬ：ＥＬ１とがこの順で
直列に接続されている。
【０１９９】
　駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子（電流制御端子）にはコンデンサＣ６（第１コンデン
サ）の一方端子が接続され、そのコンデンサＣ６の他方端子と電源配線Ｖｐとの間にはコ
ンデンサＣ７（第３コンデンサ）が接続されている。また、コンデンサＣ６の他方端子と
データ配線Ｄｊとの間にスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１３（第７スイッチ用トランジスタ）が接
続されている。駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート端子とドレイン端子（電流出力端子）との間
にはスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２（第２スイッチ用トランジスタ）が接続されている。
【０２００】
　各スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ３，Ｑ１３のゲート端子は、順に制御配線Ｐｉ、制御配
線Ｒｉ、ゲート配線Ｇｉに接続されている。
【０２０１】
　また、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１およびスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３はｐ型ＴＦＴであり、スイッ
チ用ＴＦＴ：Ｑ２，Ｑ１３はｎ型ＴＦＴである。
【０２０２】
　なお、この画素回路構成で用いる時間分割階調表示は、図２３に示す時間配列とする。
即ち、第１ｂｉｔ～第８ｂｉｔの各重みは１：２：４：７：１４：１７：１８：０とする
。この６４階調表示を、各画素で表示する順番をｂｉｔ重みが１８：１７：１：２：７：
４：１４：０となるよう並べ替える。そして、最後の重み０の第８ｂｉｔのデータは全期
間をブランキング期間とし、長さを９ｂｉｔ期間とする。第１ｂｉｔ～第７ｂｉｔにはブ
ランキング期間は存在しない。
【０２０３】
　以下、この画素回路Ａｉｊの動作を図２４のタイミングチャートを用いて説明する。
【０２０４】
　図２４においてＧｉ，Ｒｉ，Ｐｉは画素回路Ａｉｊに対応し、Ｇｉ＋１，Ｒｉ＋１，Ｐ
ｉ＋１は画素回路Ａｉ＋１ｊに対応する。Ｄｊはデータ配線Ｄｊに供給する第１ｂｉｔ～



(26) JP 4160032 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

第８ｂｉｔのデータを示している。
【０２０５】
　時刻１４ｔ１～１６ｔ１の期間は画素回路Ａｉｊに第８ｂｉｔのデータを設定する選択
期間である。時刻１４ｔ１～１５ｔ１にかけて、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）とし
てスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１３をＯＮ状態として、データ配線Ｄｊより電位Ｖｘを入力する
。その後、時刻１５ｔ１において制御配線ＰｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦ
Ｔ：Ｑ２をＯＮ状態とし、この電位Ｖｘに対応する電荷をコンデンサＣ６，Ｃ７に保持さ
せる。制御配線Ｒｉは時刻１６ｔ１までＬｏｗ（ＧＬ）のままなので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ
１のドレイン電位は低下する。駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のドレイン端子とゲート端子とはスイ
ッチ用ＴＦＴ：Ｑ２で短絡されているので、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位も低下し、
駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。そして、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ：Ｑ１お
よびスイッチ用ＴＦＴ：Ｑ３を通して有機ＥＬ：ＥＬ１へ電流が流れる。
【０２０６】
　その後、時刻１６ｔ１において、制御配線ＲｉをＨｉｇｈ（ＧＨ）とし、スイッチ用Ｔ
ＦＴ：Ｑ３をＯＦＦ状態とする。そして、時刻３１ｔ１で制御配線ＰｉをＬｏｗとする迄
、この状態を保持する。
【０２０７】
　この結果、電源配線Ｖｐの電位をＶｐ、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値電圧をＶｔｈとする
と、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈとなる。
【０２０８】
　そして、時刻３１ｔ１において、制御配線ＰｉをＬｏｗ（ＧＬ）として、この駆動用Ｔ
ＦＴ：Ｑ１のゲート電位Ｖｐ－Ｖｔｈを保持する。
【０２０９】
　本実施の形態では、上記コンデンサＣ６の両端の電位差を設定するために、この全期間
がブランキング期間である第８ｂｉｔデータが必要である。
【０２１０】
　即ち、第８ｂｉｔデータとしてＶＨを用い、コンデンサＣ７の両端のデンサをＶｐ－Ｖ
Ｈに設定する（図２４では時刻１４ｔ１～１５ｔ１の間がこの設定期間になる）。そして
、図２４に示すように、その後、時刻１５ｔ１～３１ｔ１の間（この長さはブランキング
期間以内なら適当でも良い）、制御配線Ｐｉをハイとして、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ２をオ
ンさせることで、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償を行う。その結果、コンデンサＣ６の両
端の電位差はＶＨ－（Ｖｐ－Ｖｔｈ）となる。
【０２１１】
　このように、他のｂｉｔのデータ書き込みにブランキング期間がないため、この第８ｂ
ｉｔデータ表示期間（時刻１４ｔ１～３２ｔ１の期間）をブランキング期間として用い、
駆動用ＴＦＴ：Ｑ１の閾値補償を行うのがこの実施の形態である。
【０２１２】
　次に、時刻３２ｔ１において、制御配線ＲｉをＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦＴ
：Ｑ３をＯＮ状態とする。また、時刻３２ｔ１～３３ｔ１にかけ、ゲート配線ＧｉをＨｉ
ｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１３をＯＮとして、データ配線Ｄｊよりコン
デンサＣ６，Ｃ７へ第７ｂｉｔに対応した電位Ｖｄａを与える。
【０２１３】
　この電位Ｖｄａと先に与えた電位Ｖｘとの間に、
　　　Ｖｘ＞Ｖｄａ
の関係があれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｇｓの絶対値が大きくな
り、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＮ状態となる。
【０２１４】
　逆に、
　　　Ｖｘ＜Ｖｄａ
であれば、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート・ソース間電圧Ｖｇｓの絶対値が小さくなるので
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、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１はＯＦＦ状態となる。
【０２１５】
　第１ｂｉｔ～第７ｂｉｔの表示について詳述すれば以下の通りである。
【０２１６】
　図２４にあるように、ゲート配線ＧｉがＨｉｇｈのとき、スイッチ用ＴＦＴ：Ｑ１３が
ＯＮになって、コンデンサＣ７の電位をＶＨかＶＬに置き換える。
【０２１７】
　このとき、コンデンサＣ６の電荷は変化しないので、ＶＨ（オフ）のとき駆動用ＴＦＴ
：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈ（Ｖｔｈ＞０）となる。即ち、このときのコンデンサ
Ｃ６の両端の電位はＶＨ－（Ｖｐ－Ｖｔｈ）となる。ＶＬ（オン）のとき駆動用ＴＦＴ：
Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈ－ＶＨ＋ＶＬ（Ｖｔｈ＞０）となる。
【０２１８】
　ＶＨ＞ＶＬであるから、駆動用ＴＦＴ：Ｑ１のゲート電位はＶｐ－Ｖｔｈより低い電圧
（即ちオン電圧）になる。
【０２１９】
　このようにゲート配線ＧｉがＨｉｇｈの時のデータ配線Ｄｊの電位により、駆動用ＴＦ
Ｔ：Ｑ１のゲート電位が設定される。
【０２２０】
　本実施の形態では、第１期間としての閾値補償期間は、データ配線Ｄｊから各画素の表
示データに対応する電位が第８ｂｉｔのデータの電位で代用されて駆動用ＴＦＴＱ１のゲ
ート端子に与えられて、コンデンサＣ１に、対応する電荷が保持された状態から始まる。
第２期間は、第１ｂｉｔ～第７ｂｉｔのそれぞれについてゲート配線ＧｉがＨｉｇｈにな
る時刻以降の期間（図２４の第７ｂｉｔでは時刻３２ｔ１以降の期間）となる。
【０２２１】
　このように本実施の形態によれば、閾値補償期間のうち一部の時間だけ選択期間とする
ので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、大容量化が可能となる。このように、本発
明の効果は明らかである。
【０２２２】
　以上、各実施の形態について述べた。
【０２２３】
　以上のように本発明の表示装置およびその駆動方法によれば、各画素は、駆動用トラン
ジスタ（Ｑ１）の閾値電圧補償期間において、データ配線（データ配線Ｄｊ）を占有する
必要がない。このため、１画素当たりの選択期間を短くでき、表示できる画素数を増やす
ことができる。
【０２２４】
　特に、１フレームに複数回、駆動用トランジスタ（Ｑ１）の出力状態を切り替えて時間
分割階調表示を行う場合、駆動用トランジスタ（Ｑ１）の出力状態を設定するためにデー
タ配線（データ配線Ｄｊ）を占有できる時間（選択期間）を短くする必要がある。
【０２２５】
　例えば、８ｂｉｔ階調の場合、ＱＶＧＡを表示するためには、１回当たりのデータ配線
（データ配線Ｄｊ）の占有時間は
　　　１／（６０×３２０×８）≒６．５μｓ
以下に収める必要がある。ここで、「６０」は１秒当たりのフレーム数、「３２０」は図
９の３２０ライン、「８」は図４の１単位時間の占有時間数である。
【０２２６】
　しかし、従来例で示した画素回路構成及びその駆動方法では、１回当たりのデータ配線
（データ配線Ｄｊ）を占有時間が数十μｓ必要であり、ＱＶＧＡ表示はできないことにな
る。
【０２２７】
　一方、本発明を用いれば、１回当たりのデータ配線（データ配線Ｄｊ）を数μｓ以下に
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収められるので、ＱＶＧＡ表示も可能となる。
【０２２８】
　このように、本発明を用いれば、表示パネルの大容量化が可能となるので、その効果は
明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０２２９】
　本発明は、電流駆動型の電気光学素子を用いる表示装置に広く適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図である
。
【図２】本発明の表示装置の構成を示す回路ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１～５に係る表示装置の第１の時間配列を示す図である。
【図４】図３の時間配列における１フレーム期間のデータ信号を示す前半部分のタイミン
グ図である。
【図５】図３の時間配列における１フレーム期間のデータ信号を示す後半部分のタイミン
グ図である。
【図６】図４の画素回路の動作タイミングを示す第１の波形図である。
【図７】図４の画素回路において、駆動用ＴＦＴのゲート電位Ｖｇ，ドレイン電位Ｖｄお
よびソース・ドレイン間電流Ｉｄｓの変化をシミュレーションした結果を示す第１のグラ
フである。
【図８】図４の画素回路において、駆動用ＴＦＴのゲート電位Ｖｇ，ドレイン電位Ｖｄお
よびソース・ドレイン間電流Ｉｄｓの変化をシミュレーションした結果を示す第２のグラ
フである。
【図９】本発明の実施の形態１～５に係る表示装置の第２の時間配列を示す図である。
【図１０】図４の画素回路の動作タイミングを示す第２の波形図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図であ
る。
【図１２】図１１の画素回路及び駆動回路の動作タイミングを示す波形図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係る表示装置における変形例の画素回路構成を示す回
路図である。
【図１４】図１３の画素回路及び駆動回路の動作タイミングを示す波形図である。
【図１５】本発明の実施の形態３に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図であ
る。
【図１６】図１５の画素回路及び駆動回路の動作タイミングを示す波形図である。
【図１７】本発明の実施の形態３に係る表示装置における変形例の画素回路構成を示す回
路図である。
【図１８】本発明の実施の形態４に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図であ
る。
【図１９】図１８の画素回路及び駆動回路の動作タイミングを示す波形図である。
【図２０】本発明の実施の形態５に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図であ
る。
【図２１】図２０の画素回路及び駆動回路の動作タイミングを示す波形図である。
【図２２】本発明の実施の形態６に係る表示装置における画素回路構成を示す回路図であ
る。
【図２３】本発明の実施の形態６に係る表示装置の時間配列を示す図である。
【図２４】図２２の画素回路構成の動作タイミングを示す波形図である。
【図２５】従来の表示装置における画素回路の第１の構成例を示す回路図である。
【図２６】従来の表示装置における画素回路の第２の構成例を示す回路図である。
【符号の説明】
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【０２３１】
　Ｑ１　　　　　駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジスタ）
　Ｑ２　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第２スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ３　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第１スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ４　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第３スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ５　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第５スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ６　　　　　駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジスタ）
　Ｑ７　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第２スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ８　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第１スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ９　　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第４スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ１１　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第５スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ１２　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第６スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ１３　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第７スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ１４　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第７スイッチ用トランジスタ）
　Ｑ１５　　　　スイッチ用ＴＦＴ（第８スイッチ用トランジスタ）
　Ｃ１　　　　　コンデンサ（第１コンデンサ）
　Ｃ３　　　　　コンデンサ（第２コンデンサ）
　Ｃ４　　　　　コンデンサ（第２コンデンサ）
　Ｃ５　　　　　コンデンサ（第１コンデンサ）
　Ｃ６　　　　　コンデンサ（第１コンデンサ）
　Ｃ７　　　　　コンデンサ（第３コンデンサ）
　ＥＬ１　　　　有機ＥＬ（電気光学素子）
　Ｄｊ　　　　　データ配線
　Ｕｉ　　　　　電位配線（第１配線）
　Ｖｐ　　　　　電源配線
　Ｖｓ　　　　　電位配線（第２配線）
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